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(57) Zusammenfassung:

(54) Title: REFLECTOR TROUGH FOR AN OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTOR COMPONENT
(54) Bezeichnung : REFLEKTORWANNE FUR EIN OPTOELEKTRONISCHES HALBLEITERBAUTEIL

(57) Abstract: In one embodiment, the
optoelectronic  semiconductor  component (1)
comprises a lead frame (2) with two lead frame parts
(23, 24) and an optoelectronic semiconductor chip
(3). The semiconductor chip (3) is fitted to a first of
the lead frame parts (23). A radiation-transmissive
potting body (5) of the semiconductor component
(1) mechanically connects the lead frame parts (23,
24) to one another. The potting body (5) is set up for
beam shaping. The first lead frame part (23) has a
reflector trough (25) with a base surface (26) on
which the semiconductor chip (3) is mounted. The
reflector trough (25) has a lateral surface which
comprises three sections (27, 28, 29). When seen in
a plan view of the base surface (26), the sections (27,
28, 29) revolve around the base surface (26) and
follow one another in a direction away from the base
surface (26). In the first section (27), closest to the
base surface (26), the lateral surface is oriented
perpendicular to the base surface (26). The first
section (27) towers above the semiconductor chip
(3). In the second section (28), the lateral surface has
a smaller gradient than in the third section (29). The
sections (27, 28, 29) directly merge into one another
in the form of a bend. The semiconductor
component (1) is surface-mountable.
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In einer Ausfihrungsform beinhaltet dasoptoelektronische Halbleiterbauteil (1) einen Leiterrahmen (2) mit zwei
Leiterrahmenteilen (23, 24) sowie einen optoelektronischen Halbleiterchip(3). Der Halbleiterchip (3) ist auf einem ersten der
Leiterrahmenteile (23) angebracht. Ein strahlungsdurchldssiger Vergusskdrper (5) des Halbleiterbauteils (1) verbindet die
Leiterrahmenteile (23, 24) mechanisch miteinander. Der Vergusskoérper (5) ist zu einer Strahlformung eingerichtet. Das erste
Leiterrahmenteil (23) weist eine Reflektorwanne (25) mit einer Bodenfldche (26) auf, auf der der Halbleiterchip (3) montiert ist.
Die Reflektorwanne (25) weist eine Mantelfliche auf, die drei Teilbereiche (27, 28, 29) umfasst. In Draufsicht auf die
Bodenfldche (26) gesehen umlaufen die Teilbereiche (27, 28, 29) die Bodentlidche (26) ringsum und folgen, in Richtung weg von
der Bodenflache(26), aufeinander. In dem ersten Teilbereich(27), der Bodenfldche (26) am nédchsten, ist die Mantelfldche
senkrecht zu der Bodenflache (26) orientiert. Der erste Teilbereich (27) iiberragt den Halbleiterchip(3). In dem zweiten
Teilbereich (28) weist die Mantelfldche eine kleinere Steigung auf als in dem dritten Teilbereich(29). Die Teilbereiche (27, 28,
29) gehen knickformig und unmittelbar ineinander iiber. Das Halbleiterbauteil (1) ist oberflachenmontierbar.
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Beschreibung

REFLEKTORWANNE FUR EIN OPTOELEKTRONISCHES HALBLEITERBAUTEIL

Es wird ein optoelektronisches Halbleiterbauteil angegeben.

Eine zu losende Aufgabe besteht darin, ein optoelektronisches
Halbleiterbauteil anzugeben, das eine raumliche enge

Abstrahlcharakteristik aufzeigt.

Diese Aufgabe wird unter anderem durch ein optoelektronisches
Halbleiterbauteil mit den Merkmalen des unabhangigen
Patentanspruchs geldst. Bevorzugte Weiterbildungen sind

Gegenstand der abhangigen Anspriiche.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist das
Halbleiterbauteil einen Leiterrahmen auf. Der Leiterrahmen
ist zu einer elektrischen Kontaktierung des
Halbleiterbauteils eingerichtet. Beispielsweise ist der

Leiterrahmen aus einem blechernen Halbzeug geformt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist der Leiterrahmen
des Halbleiterbauteils zwei oder mehr als zwei
Leiterrahmenteile auf. In dem Halbleiterbauteil sind die
Leiterrahmenteile elektrisch nicht unmittelbar miteinander
verbunden, sodass kein Kurzschluss zwischen den

Leiterrahmenteilen besteht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform beinhaltet das
Halbleiterbauteil einen oder mehrere optoelektronische
Halbleiterchips. Der mindestens eine Halbleiterchip ist zur
Erzeugung einer elektromagnetischen Strahlung eingerichtet.

Beispielsweise wird im Betrieb des Halbleiterchips
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ultraviolette Strahlung, sichtbares Licht oder nahinfrarote
Strahlung erzeugt. Bei dem Halbleiterchip handelt es sich
bevorzugt um eine Leuchtdiode oder auch um eine Laserdiode.
Neben dem optoelektronischen Halbleiterchip kdnnen weitere
Halbleiterchips oder elektronische Komponenten in dem
Halbleiterbauteil verbaut sein, beispielsweise zum Schutz vor
Schaden gegen elektrostatische Entladungen oder auch zur
Detektion von Strahlung, etwa eine Fotodiode oder ein

Fototransistor.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der
optoelektronische Halbleiterchip auf einem ersten der
Leiterrahmenteile angebracht. Bevorzugt ist der
Halbleiterchip mit dem ersten Leiterrahmenteil sowohl

mechanisch als auch elektrisch verbunden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
Halbleiterbauteil einen Vergusskorper. Der Vergusskdrper ist
durchlédssig fiir die in dem optoelektronischen Halbleiterchip
erzeugte Strahlung. Der Vergusskorper ist bevorzugt mittels
Pressen, GieBen und/oder Spritzen erzeugt. Bevorzugt handelt
es sich bei dem Vergusskérper um einen einstiickigen Kérper,
mit im Rahmen der Herstellungstoleranzen homogener

Materialzusammensetzung Uber den ganzen Vergusskdrper hinweqg.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind die
Leiterrahmenteile iiber den Vergusskorper mechanisch
miteinander verbunden. Mit anderen Worten stellt der
Vergusskodrper die das Halbleiterbauteil mechanisch tragende
und mechanisch stabilisierende Komponente dar. Die
Leiterrahmenteile sind fest in dem Vergusskorper verankert,

sodass sich die Leiterrahmenteile im bestimmungsgemalien
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Gebrauch des Halbleiterbauteils nicht von dem oder aus dem

Vergusskorper ldsen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Vergusskérper
zu einer Strahlformung der von dem optoelektronischen
Halbleiterchip ausgesandten und erzeugten Strahlung
eingerichtet. Bevorzugt ist der Vergusskdrper stellenweise
als Linse, insbesondere als Sammellinse, geformt. Es ist
mbéglich, dass in Teilbereichen an dem Vergusskorper
absorbierende und/oder reflektierende Beschichtungen
angebracht sind. Alternativ hierzu kann der Vergusskorper
aber auch frei sein von optisch wirksamen Beschichtungen. Der
Vergusskdrper kann zumindest stellenweise mit einer

Antireflexionsbeschichtung versehen sein.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weist das erste
Leiterrahmenteil, auf dem der optoelektronische
Halbleiterbauteil angeordnet ist, eine Reflektorwanne auf.
Die Reflektorwanne beinhaltet eine Bodenfladche. Die
Bodenflache kann, im Rahmen der Herstellungstoleranzen, eine
ebene, glatte Flache sein. Es ist der Halbleiterchip
bevorzugt mittels Kleben etwa mit einem elektrisch
leitfahigen Silberleitkleber oder auch mittels Loten an der

Bodenflache befestigt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist die
Reflektorwanne eine Mantelfldche auf. Die Mantelfldche ist in
drei oder in mehr als drei Teilbereiche untergliedert. Die
Teilbereiche umlaufen, in Draufsicht auf die Reflektorwanne
gesehen, die Bodenfldche jeweils bevorzugt vollstandig. Mit
anderen Worten sind die Teilbereiche, in Draufsicht gesehen,

bevorzugt als durchgehende Ringe ausgebildet.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform folgen die Teilbereiche
der Mantelfldche in Richtung weg von der Bodenflache
aufeinander, insbesondere unmittelbar aufeinander. Ein erster
Teilbereich befindet sich hierbei der Bodenflache am nachsten
und mit aufsteigender Nummerierung befinden sich die

Teilbereiche weiter von der Bodenfldache entfernt.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist der erste
Teilbereich, der sich der Bodenfladche am ndchsten befindet,
senkrecht oder im Wesentlichen senkrecht zu der Bodenflache
orientiert. Im Wesentlichen senkrecht kann bedeuten, dass die
Mantelfldche in dem ersten Teilbereich mit einer Toleranz von
hochstens 10° oder mit einer Toleranz von hdchstens 5° oder
mit einer Toleranz von hochstens 2° senkrecht zu der

Bodenfldche orientiert ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform iliberragt der erste
Teilbereich den Halbleiterchip, in Richtung weg von der
Bodenflache. Mit anderen Worten ist der optoelektronische
Halbleiterchip, entlang einer lateralen Richtung, vollstandig
von dem ersten Teilbereich umgeben. Der optoelektronische
Halbleiterchip befindet sich dann in einer Art Topf, der von
der Bodenflache und dem ersten Teilbereich gebildet wird. Der

Halbleiterchip iliberragt diesen Topf nicht.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weist die Mantelflache
in dem zweiten Teilbereich eine andere Steigung auf als die
Mantelfldche in dem dritten Teilbereich. Besonders bevorzugt
ist die Steigung in dem zweiten Teilbereich kleiner als die
Steigung in dem dritten Teilbereich. Die Steigung ist hierbei
ein Winkel zu einem Lot zu der Bodenfldche, wobei eine
Lotlinie bevorzugt auf einen Mittelpunkt der Bodenfladche, in

Draufsicht gesehen, bezogen ist. Die Steigungen des zweiten
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und dritten Teilbereichs sind bevorzugt von 0° und von 90°
verschieden. In Richtung weg von der Bodenflidche nimmt dabei
ein Durchmesser der Reflektorwanne bevorzugt monoton oder

streng monoton zu.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform gehen die Teilbereiche
knickfdérmig ineinander iber. Mit anderen Worten ist, im
Rahmen der Herstellungstoleranzen, eine Kante zwischen den
Teilbereichen geformt. Der Begriff Kante kann bedeuten, dass
ein herstellungsbedingt vorhandener Krimmungsradius hdchstens

0,3 mm oder hdéchstens 0,2 mm betragt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist das
Halbleiterbauteil oberflachenmontierbar. Es handelt sich bei
dem Halbleiterbauteil also um ein so genanntes SMT-Bauteil.
Das bedeutet, zu einer elektrischen Kontaktierung kann das
Halbleiterbauteil auf einer Montagefldche aufgesetzt werden.

Die Leiterrahmenteile durchdringen die Montageflache nicht.

In mindestens einer Ausfithrungsform beinhaltet das
optoelektronische Halbleiterbauteil einen Leiterrahmen mit
mindestens zwei Leiterrahmenteilen sowie mindestens einen
optoelektronischen Halbleiterchip. Der optoelektronische
Halbleiterchip ist auf einem ersten der Leiterrahmenteile
angebracht und ist zu einer Erzeugung einer Strahlung
eingerichtet. Ein strahlungsdurchlassiger Vergusskdrper des
Halbleiterbauteils verbindet die Leiterrahmenteile mechanisch
miteinander. Der VergusskOrper ist zu einer Strahlformung der
Strahlung eingerichtet. Das erste Leiterrahmenteil weist eine
Reflektorwanne mit einer Bodenflache auf, auf der der
Halbleiterchip montiert ist. Die Reflektorwanne weist ferner
eine Mantelflidche auf, die mindestens drei Teilbereiche

umfasst. In Draufsicht auf die Bodenfldche gesehen umlaufen
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die Teilbereiche die Bodenflache ringsum und folgen, in
Richtung weg von der Bodenflache, aufeinander. In dem ersten
Teilbereich, der der Bodenflidche am nachsten liegt, ist die
Mantelflidche mit einer Toleranz von hdéchstens 10° senkrecht
zu der Bodenfldche orientiert. Der erste Teilbereich iberragt
bevorzugt den Halbleiterchip, in Richtung weg von der
Bodenflache. In dem zweiten Teilbereich weist die
Mantelfldche eine kleinere Steigung auf als in dem dritten
Teilbereich. Die Teilbereiche gehen bevorzugt knickfdrmig
und/oder unmittelbar ineinander iiber. Das Halbleiterbauteil

ist oberfldchenmontierbar.

Ublicherweise emittieren oberflichenmontierbare
Halbleiterbauteile zur Erzeugung insbesondere von infraroter
Strahlung Uber einen grolen Raumwinkelbereich. Der Anteil der
Strahlung, die unter groBen Winkeln emittiert wird,
beispielsweise unter Winkeln > 50°, kann jedoch oft nicht fir
die gewilinschte Anwendung genutzt werden. Unter Umstanden kann
dieser Anteil der Strahlung auch negative Auswirkungen auf
die Anwendung haben, beispielsweise kénnen Stdrungen durch
Streulicht hervorgerufen werden. Bei dem angegebenen
Halbleiterbauteil kann ein hoher Strahlungsanteil der
optischen Gesamtleistung in einen kleinen Winkelbereich

emittiert werden.

Die raumlich enge Abstrahlcharakteristik wird insbesondere
erzielt durch die verschiedenen Teilbereiche der
Reflektorwanne, speziell in Kombination mit dem hierzu

angepasst geformten Vergusskérper.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform liegt ein Anteil des
ersten Teilbereichs an einer Gesamthdhe der Reflektorwanne

< <

bei mindestens 15 % oder bei mindestens 20 %. Die Gesamthohe
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bezieht sich hierbei auf eine Ausdehnung der Reflektorwanne,
beginnend von der Bodenflache und in Richtung senkrecht zur
Bodenfliche bis zu einer der Bodenfladche abgewandten Kante
des von der Bodenflache am weitesten entfernten Teilbereichs.
Alternativ oder zusadtzlich liegt dieser Anteil des ersten

Teilbereichs bei hochstens 35 % oder bei hochstens 30 % oder

bei hdchstens 25 %.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform liegt der Anteil des
zwelten Teilbereichs an der Gesamthohe der Reflektorwanne bei

< <

mindestens 20 % oder beil mindestens 25 % oder beili mindestens

<

30 % oder beili mindestens 35 %. Dieser Anteil kann alternativ

<

oder zusatzlich bei hochstens 60 % oder bei hochstens 55 %

<

oder bei hochstens 50 % liegen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform liegt der Anteil des
dritten Teilbereichs an der Gesamthohe der Reflektorwanne bei
mindestens 20 % oder bei mindestens 25 % oder bei mindestens
30 %. Alternativ oder zusatzlich liegt dieser Anteil bei

hochstens 50 % oder hochstens 45 % oder hochstens 40 %.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Anteil des
zweliten Teilbereichs an der Gesamthdohe grolRer als der Anteil
des dritten Teilbereichs. Beispielsweise betrdagt der Anteil
des zweiten Teilbereichs mindestens ein 1,2-Faches oder
mindestens ein 1, 3-Faches des Anteils des dritten

Teilbereichs.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform unterscheiden sich die
Steigungen des zweiten und dritten Teilbereichs um mindestens
3° oder um mindestens 5° oder um mindestens 7° voneinander.
Alternativ oder zusatzlich liegt dieser Unterschied bei

hdéchstens 25° oder bei héchstens 20° oder bei héchstens 15°.
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Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weisen die
Teilbereiche, in einem Querschnitt senkrecht zu der
Bodenflache gesehen, jeweils gerade verlaufende Flachen auf.
Mit anderen Worten sind die Teilbereiche jeweils als
Abschnitte eines Kegelmantels oder eines Pyramidenmantels
geformt, im Rahmen der Herstellungstoleranzen. Der erste
Teilbereich kann auch als Abschnitt eines Zylindermantels
geformt sein. Es weisen die Teilbereiche bevorzugt keine
gekrimmten Flachen auf, im Querschnitt senkrecht zur

Bodenflache gesehen.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform liegt die Steigung des
zwelten Teilbereichs bei mindestens 25° oder bei mindestens
30° oder beil mindestens 35°. Alternativ oder zusadtzlich liegt
diese Steigung bei hdéchstens 50° oder bei hdchstens 45° oder
bei hoéchstens 40°. Die Steigung ist hierbei bezogen auf das

Lot zur Bodenfl&ache.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform liegt die Steigung des
dritten Teilbereichs bei mindestens 25° oder bei mindestens
30° oder beil mindestens 35°. Alternativ oder zusadtzlich liegt
diese Steigung bei hdéchstens 45° oder bei héchstens 40° oder

bei héchstens 50°.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform liegt ein Durchmesser
oder ein mittlerer Durchmesser der Bodenfldche bei mindestens
dem 1,1-Fachen oder mindestens dem 1,2-Fachen einer Lange
einer Diagonalen einer Strahlungshauptseite des
Halbleiterchips. Die Strahlungshauptseite ist hierbei
bevorzugt die Seite des Halbleiterchips, die der Bodenfléche
abgewandt ist. Es ist mdglich, dass der Durchmesser der

Bodenflache hochstens dem 1, 7-Fachen oder hochstens dem 1, 6-
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Fachen oder hochstens dem 1,5-Fachen der Diagonalenlange der

Strahlungshauptseite entspricht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform liegt der Durchmesser
der Bodenfladche bei mindestens 0,5 mm oder bei mindestens
0,6 mm. Alternativ oder zusatzlich liegt dieser Durchmesser
bei hochstens 1,0 mm oder bei hdchstens 0,85 mm oder bei

hochstens 0,75 mm.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform betragt die Gesamthdhe
der Reflektorwanne mindestens 0,3 mm oder mindestens 0,4 mm
oder mindestens 0,5 mm. Alternativ oder zusatzlich liegt die
Gesamthohe bei hochstens 1,5 mm oder bei hdchstens 1,2 mm

oder bei hdéchstens 1,0 mm.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform liegt die Gesamthohe
der Reflektorwanne bei mindestens dem Doppelten oder
mindestens dem Dreifachen oder mindestens dem Vierfachen

einer Dicke des Leiterrahmens.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Durchmesser der
Bodenflache groBer als die Gesamthohe der Reflektorwanne.

Beispielsweise ilbersteigt der Durchmesser die Gesamthoéhe um
mindestens einen Faktor 1,05 oder um mindestens einen Faktor
1,1 und/oder um hdchstens einen Faktor 1,8 oder um hdchstens

einen Faktor 1,5.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Halbleiterchip
mit einem elektrischen Verbindungsmittel mit dem zweiten

Leiterrahmenteil verbunden. Bei dem Verbindungsmittel handelt
es sich beispielsweise um einen Bonddraht. Das

Verbindungsmittel kann auch durch mehrere Bonddrahte oder
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durch eine elektrische Briicke, insbesondere zum Schutz vor

Schaden durch elektrostatische Entladungen, gebildet sein.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ragt das

Verbindungsmittel Uber die Reflektorwanne hinaus. Eine Hoéhe
des Verbindungsmittels, von der Bodenflidche aus gerechnet und
in Richtung senkrecht zu der Bodenfldche, lbersteigt dann die

Gesamthohe der Reflektorwanne.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform erstreckt sich die
Mantelfladche der Reflektorwanne in konstanter Hohe und
durchgehend um die Bodenfldche herum. Insbesondere ist die
Mantelfldche frei von Ausnehmungen, Ausschnitten oder

Aussparungen fiir das Verbindungsmittel.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Vergusskérper
in einem der Reflektorwanne entlang einer
Hauptabstrahlrichtung des Halbleiterchips nachgeordneten
Bereich als Linse geformt, insbesondere als Sammellinse. Es
ist moglich, dass verbleibende Bereiche des Vergusskdrpers
nicht als optisch wirksame Komponente flir die in dem

Halbleiterchip erzeugte Strahlung ausgebildet sind.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die Linse von dem
Leiterrahmen beabstandet. Ein Abstand, entlang der
Hauptstrahlrichtung, zwischen der Linse und dem Leiterrahmen
betradgt beispielsweise mindestens ein 0, 6-Faches oder
mindestens ein 0, 8-Faches oder mindestens ein 1, 0-Faches der
Diagonalenlange der Strahlungshauptseite des Halbleiterchips.
Alternativ oder zusatzlich liegt dieser Abstand bei héchstens
dem 2,4-Fachen oder hodochstens dem 2,0-Fachen oder hochstens

dem 1,8-Fachen der Diagonalenlange.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist die Linse einen
Randbereich und einen Zentralbereich auf. Der Randbereich
umgibt, in Draufsicht gesehen, den Zentralbereich bevorzugt

ringsum. Die Linse kann rotationssymmetrisch geformt sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die Linse in dem
Zentralbereich als Teilfldche eines Rotationsellipsoids
geformt. Eine groBe Halbachse entspricht hierbei
beispielsweise mindestens dem 1,5-Fachen oder mindestens dem
1, 7-Fachen einer kleinen Halbachse des Rotationsellipsoids
und/oder hoéchstens einem 2,5-Fachen oder einem 2,0-Fachen.
Die kleine Halbachse ist dabei bevorzugt parallel zu der

Hauptabstrahlrichtung des Halbleiterchips orientiert.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die Linse in dem
Randbereich als Kegel geformt. Mit anderen Worten weist der
Randbereich eine auBere Begrenzungsflache auf, die ein

Teilstlick eines Kegelmantels ist.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform liegt ein Durchmesser
des Zentralbereichs bei mindestens dem 0, 7-Fachen oder

mindestens dem 0, 75-Fachen eines maximalen Durchmessers der
Linse. Alternativ oder zusadtzlich liegt der Durchmesser des
Zentralbereichs bei hochstens dem 0, 9-Fachen oder dem 0,85-

Fachen des maximalen Linsendurchmessers.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform iberdeckt der
Zentralbereich, in Draufsicht gesehen, die Reflektorwanne
vollstandig. Mit anderen Worten ist der Durchmesser des
Zentralbereichs dann mindestens so groll wie der Durchmesser

der Reflektorwanne.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform liegt eine Hohe des
Randbereichs bei mindestens dem 1,5-Fachen oder bei
mindestens dem 2, 0-Fachen einer Hbohe des Zentralbereichs.
Alternativ oder zusatzlich liegt die HOhe des Randbereichs
bei hdochstens dem 3,5-Fachen oder hochstens dem 3, 0-Fachen
der HOhe des Zentralbereichs. Als die Hohen werden hierbei
insbesondere die Ausdehnungen der entsprechenden Bereiche

entlang der Hauptabstrahlrichtung aufgefasst.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind mindestens die
Mantelflachen der Reflektorwanne stellenweise oder
vollstandig mit einer Beschichtung versehen. Die Beschichtung
umfasst eines oder mehrere der nachfolgend genannten
Materialien oder besteht aus einem oder mehreren dieser
Materialien: Ag, Al, Au, Ni, Pd. Die Bodenflache ist
bevorzugt mit einer ldtbaren Beschichtung versehen,
beispielsweise mit oder aus mindestens einem der Materialien

Au, Ni, Pd, Sn.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Leiterrahmen
aus einer Kupferlegierung geformt. Die Legierung erlaubt
bevorzugt einen Umformgrad von mindestens 3 oder von
mindestens 4 und/oder von héchstens 6. Der Umformgrad ist der
Quotient aus einer maximalen Hohe des Reflektors und einer
Dicke des Rohmaterials. Die maximale HOhe des Reflektors
setzt sich zusammen aus einer Dicke der Reflektorwanne an der
Bodenflache und der Gesamthdohe der Reflektorwanne.
Beispielsweise ist der Leiterrahmen aus einer Legierung Cu-

ETP, CU-Fe2P, CuCrSiTi geformt, gemal EN-Bezeichnung.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Vergusskérper
aus einem Epoxid oder einem Epoxid-Silikon-Hybridmaterial

geformt.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform liegt eine mittlere

Dicke des Leiterrahmens, insbesondere in Bereichen aufBerhalb
der Reflektorwanne, bei mindestens 70 pm oder bei mindestens
90 pm oder bei mindestens 100 um. Diese Dicke kann alternativ
oder zusatzlich bei hochstens 300 um oder bei hochstens

250 um oder bei hochstens 200 um liegen.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weist der
Vergusskorper, in Draufsicht auf die Rodenfldche gesehen,
AuBenabmessungen oder eine Kantenlange von hochstens 6 mm
oder von hdéchstens 5 mm auf. Alternativ oder zusatzlich kann
eine maximale Ausdehnung des Vergusskorpers langs der
Hauptabstrahlrichtung hdéchstens 7 mm oder hdéchstens 5 mm
betragen. Es ist moglich, dass der Vergusskorper, mit
Ausnahme der Linse, als Quader geformt ist. Quader schlieflt
nicht aus, dass Seitenflédchen leicht abweichend von einer
Quaderform gestaltet sind, beispielsweise mit einer

Winkeltoleranz von héchstens 15° oder von hdchstens 10°.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform liegt ein maximaler
Durchmesser der Reflektorwanne bei 2,5 mm oder bei 2,0 mm.
Der Durchmesser der Reflektorwanne kann mindestens 0,8 mm

oder mindestens 1,0 mm betragen.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform durchstoBen die
Leiterrahmenteile den Vergusskdrper oder laterale
Begrenzungsfldchen des Vergusskorpers nach auBen hin nur in
Richtung senkrecht zu der Hauptabstrahlrichtung,
beispielsweise mit einer Toleranz von hochstens 15° oder von
hochstens 10° oder von héchstens 5°. DurchstoBpunkte der

Leiterrahmenteile durch die laterale Begrenzungsfldche des
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Vergusskorpers sind bevorzugt ringsum von einem Material des

Vergusskdrpers umgeben.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ragen einzig zu einer
elektrischen Kontaktierung vorgesehene Bereiche der
Leiterrahmenteile aus dem Vergusskdrper heraus. Insbesondere
kann die Reflektorwanne vollstdndig von einem Material des
VergusskoOrpers umgeben sein. Alternativ ist es moglich, dass
ein Boden der Reflektorwanne zu einer verbesserten
thermischen Kontaktierung aus dem Vergusskdrper herausragt

oder blindig mit dem Vergusskdrper abschlielt.

GemaB zumindest einer Ausfthrungsform umgibt und/oder
umschlieBt der Vergusskdrper den Halbleiterchip direkt. Mit
anderen Worten kann der Vergusskorper den Halbleiterchip
stellenweise beriihren. Insbesondere ist der Halbleiterchip
vollstandig von dem Vergusskorper zusammen mit der
Reflektorwanne umgeben. Der Halbleiterchip kann, in
Draufsicht gesehen, an Seitenfldchen ringsum vollstéandig,

bevorzugt direkt, an den VergusskOrper grenzen.

Nachfolgend wird ein hier beschriebenes optoelektronisches
Halbleiterbauteil unter Bezugnahme auf die Zeichnung anhand
von Ausfihrungsbeispielen ndher erlautert. Gleiche
Bezugszeichen geben dabei gleiche Elemente in den einzelnen
Figuren an. Es sind dabei jedoch keine maBstédblichen Bezlige
dargestellt, vielmehr kénnen einzelne Elemente zum besseren

Verstandnis lbertrieben groll dargestellt sein.

Es zeigen:
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Figuren 1 bis 3 schematische Darstellungen von
Ausfihrungsbeispielen von hier beschriebenen

optoelektronischen Halbleiterbauteilen,

Figur 4 eine schematische Darstellung einer
Abstrahlcharakteristik eines hier beschriebenen

optoelektronischen Halbleiterbauteils, und

Figuren 5 und 6 schematische Darstellungen von

Abstrahlcharakteristiken von Halbleiterbauteilen.

In Figur 1A ist in einer perspektivischen Darstellung und in
Figur 1B in einer Schnittdarstellung ein Ausfiihrungsbeispiel
eines optoelektronischen Halbleiterbauteils 1 gezeigt. Das
Halbleiterbauteil 1 weist einen Leiterrahmen 2 mit zwei
Leiterrahmenteilen 23, 24 auf. Das erste Leiterrahmenteil 23
weist eine Reflektorwanne 25 auf, in der ein
optoelektronischer Halbleiterchip 3 angebracht ist. Bei dem
Halbleiterchip 3 handelt es sich zum Beispiel um eine
Leuchtdiode, die Strahlung im Spektralbereich um 800 nm

emittiert.

Der Halbleiterchip 3 ist iiber ein Verbindungsmittel 4, das
ein Bonddraht ist, mit dem zweiten Leiterrahmenteil 24
elektrisch verbunden. Der Bonddraht 4 erstreckt sich aus der
Reflektorwanne 25 heraus und greift iiber Seitenwande der

Reflektorwanne 25 iUber zu dem zweilten Leiterrahmenteil 24.

Ferner beinhaltet das Halbleiterbauteil 1 einen Vergusskorper
5. Direkt um den Leiterrahmen 2 herum ist der Vergusskorper 5
naherungsweise quaderfdrmig ausgebildet. In einem entlang

einer Hauptabstrahlrichtung 35 nachgeordneten Bereich ist der

Vergusskorper 5 als Linse 50 geformt. Zur besseren
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Verankerung des Leiterrahmens 2 im Vergusskorper 5 weisen die

Leiterrahmenteile 23, 24 Vorspriunge und/oder Durchbriiche auf.

Die Reflektorwanne 25 ist derart geformt und auf die Linse 50
abgestimmt, sodass eine enge spektrale Abstrahlcharakteristik
des Halbleiterbauteils 1 erzielbar ist. Hierzu ist eine
Mantelfldche der Reflektorwanne 25, die die Bodenflache 26
ringsum umgibt, in drei Teilbereiche 27, 28, 29
untergliedert. Der der Bodenfliche 26 ndchstgelegene erste
Teilbereich 27 weist naherungsweise senkrecht zur BRodenfléache

26 orientierte, dem Halbleiterchip 3 zugewandte Fladchen auf.

Der zweite Teilbereich 28 schlieBt sich an den ersten
Teilbereich 27 unmittelbar an und ist, im Vergleich zum
dritten Teilbereich 29, mit einer geringeren Steigung
versehen. Die Teilbereiche 27, 28, 29 gehen ndherungsweise
knickfdérmig ineinander iiber. Es sind die Teilbereiche 27, 28,
29, in der Schnittdarstellung gemal Figur 1B gesehen, Jjeweils
mit gerade verlaufenden, dem Halbleiterchip 3 zugewandten

Begrenzungsfldchen gefertigt.

Die Linse 50 weist einen Abstand A zu den Teilbereichen 23,
24 auf. Der Abstand A betradgt beispielsweise mindestens

0,2 mm und/oder hdéchstens 0,5 mm. Es welst die Linse 50 einen
Zentralbereich 53 und einen Randbereich 52 auf. Der
Randbereich 52 ist kegelstumpfartig geformt und umlauft den
Zentralbereich 53 ringsum. Eine HOhe B des Randbereichs 52,
beginnend ab dem gquaderartig geformten Teil des
Vergusskodrpers 5, liegt beispielsweise bei mindestens 0,6 mm
und/oder bei hoéchstens 0,9 mm. Eine Hohe C des sich
anschlieBRenden Zentralbereichs 53 liegt zum Beispiel bei
mindestens 0,3 mm und/oder bei hochstens 0,8 mm. Ein

Durchmesser D des Zentralbereichs 53 betrdgt beispielsweise
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mindestens 2,0 mm und/oder hoéchstens 2,9 mm. Ein Durchmesser
E der Linse 50 an einem Ubergangsbereich zwischen der Linse
50 und dem quaderformigen Teil liegt beispielsweise bei

mindestens 2,2 mm und/oder bei hochstens 3,1 mm.

Der Zentralbereich 53 ist, im Querschnitt gesehen, als
Abschnitt einer Ellipse geformt. Die zugrunde liegende
Ellipse weist eine groRe Halbachse von beispielsweise
mindestens 2,1 mm und/oder hoéchstens 2,4 mm auf. Eine kleine
Halbachse weist beispielsweise eine Lange von hochstens

1,4 mm und/oder von mindestens 1,2 mm auf. Die kleine
Halbachse ist parallel zu der Hauptabstrahlrichtung 35

ausgerichtet.

Die genannten Zahlenwerte sind jeweils nur beispielhaft zu

verstehen und kénnen aufeinander skaliert werden.

Anders als dargestellt ist es moglich, dass die
Reflektorwanne 25 nicht mit einem Material des Vergusskdrpers
5, sondern mit einer weiteren, nicht gezeichneten Fillung
ausgeflillt ist, beispielsweise mit einem Silikon. In dieser
nicht dargestellten weiteren Fillung kdnnen optisch wirksame
Bestandteile wie Leuchtstoffe, Streukdrper oder
Filterpartikel eingebracht sein. Ebenfalls anders als
dargestellt ist es moglich, dass der Vergusskorper 5, wie
auch in allen anderen Ausfihrungsbeispielen, durch ein
Mehrkomponentenspritzgielen erstellt ist. Beispielsweise ist
dann die Linse 50 aus einem strahlungsdurchlassigen Material
und der quaderfdrmige Teil aus einem

strahlungsundurchlassigen Material geformt.

In den Figuren 2 und 3 sind detailliertere Ansichten von

Reflektorwannen 25 fiir hier beschriebene optoelektronische
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Halbleiterbauteile 1 illustriert. In den Figuren 2A, 3A ist
jeweils eine Seitenansicht und in den Figuren 2B, 3B jeweils
eine Schnittdarstellung entlang der in den Figuren 2A, 3A
gekennzeichneten Schnittlinie gezeichnet. Den Reflektorwannen
25 kann jeweils ein Vergusskorper 5, wie in Verbindung etwa

mit Figur 1 beschrieben, nachgeordnet sein.

Die Reflektorwanne 25 gemal Figur 2 ist fir eine rdumlich
enge Abstrahlcharakteristik eingerichtet. Hierzu weist der
zwelte Teilbereich 28 eine Steigung von 40° und der dritte
Teilbereich 29 eine Steigung von 35° auf. Ein uUberwiegender
Strahlungsanteil wird in einem Winkelbereich von +/- 10° um

die Hauptabstrahlrichtung 35 herum emittiert.

Bei dem Ausfiihrungsbeispiel gemdl Figur 3 liegt die Steigung
des zweiten Teilbereichs 28 ebenfalls bei 40°. Die Steigung
des dritten Teilbereichs 29 liegt bei 25°. Mit dem
Halbleiterbauteil 1 gemdl Figur 3 ist ein lberwiegender
Strahlungsanteil in einem Raumwinkelbereich von +/- 20° um
die Hauptabstrahlrichtung 35 herum realisiert, vergleiche

auch Figur 5. Uberwiegend kann mehr als 50 % oder mehr als

70 % oder mehr als 80 % bedeuten.

Die in den Figuren 2 und 3 angegebenen, konkreten Abmessungen
sind skalierbar. Bevorzugt sind die dargestellten
Verhdltnisse der einzelnen GroRen mit einer Toleranz von
hochstens 5 % oder von hochstens 10 % realisiert, unabhangig
von den absoluten Zahlenwerten. Beispielsweise betragt ein
Verhadaltnis aus der Gesamthdhe H der Reflektorwanne 25 und aus
dem Durchmesser d der Bodenfldche 26 ungefahr 0,85, siehe

Figur 2B. Die genannten absoluten Werte kénnen beispielsweise

innerhalb eines Faktors 2 oder innerhalb eines Faktors 3
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gelten, unter BRerilicksichtung bevorzugt der Verhadltnisse der

einzelnen Grohlen zueinander. Entsprechendes gilt fir Figur 3.

In Figur 4 ist eine Abstrahlcharakteristik des
Halbleiterbauteils 1 illustriert. Es sind verschiedene
Strahlbiindel R, ausgehend von einer Strahlungshauptseite 30
des Halbleiterchips 3, gezeichnet. Aufgrund der
Reflektorwanne 25 erfolgt eine Konzentration der Strahlung R
hin zu der Linse 50. An dem Randbereich 52 erfolgt eine
Brechung hin zu der Hauptabstrahlrichtung 35. An dem
Zentralbereich 53 erfolgt eine verhaltnismdBig kleine
Richtungsanderung der Strahlung R, da die Strahlung R nahezu
senkrecht auf den Zentralbereich 53 auftrifft. In diesem Fall
erfolgt die Strahlformung also im Wesentlichen durch die

Reflektorwanne 25.

In Figur 5 ist, abhangig von einem Winkel o zur
Hauptabstrahlrichtung 35, eine relative Intensitat I und ein
iber den Winkel o integrierter Lichtstrom ® aufgetragen.
Innerhalb eines Winkelbereichs von +/- 20° um die
Hauptabstrahlrichtung 35 herum werden ungefahr 82 % des
Lichtstroms & emittiert. Ein Intensitdtsmaximum liegt bei

einem Winkel von ungefidhr 8°.

In Figur 6 ist der Lichtstrom &, integriert iiber den Winkel
o, flir verschiedene Bauformen aufgetragen. Die flur das
Halbleiterbauteil 1 gemdB Figur 3 resultierende Kurve,
vergleiche auch Figur 5, ist mit 1 gekennzeichnet. Eine
Radial-LED ist mit r gekennzeichnet. Typische,
oberflédchenmontierbare Bauformen sind durch die verbleibenden
drei Kurven illustriert. In Figur 6 ist zu sehen, dass mit

der beschriebenen Geometrie der Reflektorwanne 25 des
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Halbleiterbauteils 1 eine besonders enge raumliche

Abstrahlcharakteristik erzielbar ist.

Die hier beschriebene Erfindung ist nicht durch die
Beschreibung anhand der Ausfiihrungsbeispiele beschrankt.
Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede
Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination
von Merkmalen in den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn
dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit
in den Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben

ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2013 100 121.1, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) mit
- einem Leiterrahmen (2) mit mindestens zwei
Leiterrahmenteilen (23, 24),
- mindestens einem optoelektronischen Halbleiterchip
(3), der auf einem ersten der Leiterrahmenteile (23)
angebracht ist, zur Erzeugung einer Strahlung (R), und
- einem strahlungsdurchldssigen Vergusskorper (5), der
die Leiterrahmenteile (23, 24) mechanisch miteinander
verbindet und der zu einer Strahlformung der Strahlung
(R) eingerichtet ist,
wobei
- das erste Leiterrahmenteil (23) eine Reflektorwanne
(25) mit einer Bodenfladche (26) aufweist, auf der der
Halbleiterchip (3) montiert ist,
- die Reflektorwanne (25) eine Mantelflache aufweist,
die mindestens drei Teilbereiche (27, 28, 29) umfasst,
die in Draufsicht gesehen die BRodenflache (26) umlaufen
und die in Richtung weg von der Bodenfldche (26)
aufeinander folgen,
- in dem ersten Teilbereich (27), der der Bodenflédche
(26) am nachsten liegt, die Mantelflidche mit einer
Toleranz von hdéchsten 10° senkrecht zu der Bodenflache
(26) orientiert ist,
- der erste Teilbereich (27) den Halbleiterchip (3), in
Richtung weg von der Bodenfldche (26), uUberragt,
- in dem zweiten Teilbereich (28) die Mantelflache eine
kleinere Steigung aufweist als in dem dritten
Teilbereich (29),
- die Teilbereiche (27, 28, 29) knickfdrmig ineinander
ibergehen, und

- das Halbleiterbauteil (1) oberflachenmontierbar ist.
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Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach dem
vorhergehenden Anspruch,

wobei

- ein Anteil des ersten Teilbereichs (27) an einer

Gesamthohe (H) der Reflektorwanne (25) zwischen

A

einschlieBlich 15 % und 30 % liegt und der Anteil des
zweliten Teilbereichs (28) an der Gesamthdhe (H) der
Reflektorwanne (25) zwischen einschliellich 25 % und 55
% liegt sowie der Anteil des dritten Teilbereichs (28)
an der Gesamthohe (H) der Reflektorwanne (25) zwischen
einschlieBlich 20 % und 50 % liegt,

- ein Durchmesser (d) der Bodenfldche (26) groBer ist
als die Gesamthdhe (H) der Reflektorwanne (25),

- der Vergusskdorper (5) in einem der Reflektorwanne
(25) entlang einer Hauptabstrahlrichtung (35) des
Halbleiterchips (3) nachgeordneten BRereich als Linse
(50) geformt ist und die Linse (50) einen Randbereich
(52) und einen Zentralbereich (53) aufweist,

- der Vergusskdorper (5) den Halbleiterchip (3) direkt
umgibt und zusammen mit der Reflektorwanne (25)
vollstandig umschlieBt, und

- die Linse (50) in dem Zentralbereich (53) ellipsoid
und in dem Randbereich (52) als Kegel geformt ist,
sodass ein Durchmesser der Linse (50) in Richtung weg

von dem Halbleiterchip (3) abnimmt.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem ein Anteil des ersten Teilbereichs (27) an
einer Gesamthdhe der Reflektorwanne (25) zwischen
einschlieBlich 15 % und 30 % liegt,

bei dem der Anteil des zweiten Teilbereichs (28) an der

Gesamthohe (H) der Reflektorwanne (25) zwischen
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einschlieBlich 25 % und 55 % liegt, und
bei dem der Anteil des dritten Teilbereichs (28) an der
Gesamthohe (H) der Reflektorwanne (25) zwischen

einschlieBlich 20 % und 50 % liegt.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem sich die Steigungen des zweiten und des dritten
Teilbereichs (28, 29) um mindestens 5° und um hdéchstens

25° unterscheiden.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem die Steigung des zweiten Teilbereichs (28)
zwischen einschlieBlich 30° und 50° liegt, bezogen auf

ein Lot (35) zur Bodenflache (26).

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem die Steigung des dritten Teilbereichs (28)
zwischen einschlieBlich 25° und 45° liegt, bezogen auf

das Lot (35) zur Bodenflache (206).

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem ein Durchmesser (d) der Rodenflache (26)
zwischen einschlieRlich dem 1,1-Fachen und dem 1,7-
Fachen einer Lange einer Diagonalen einer
Strahlungshauptseite (30) des Halbleiterchips (3)

liegt.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem der Durchmesser (d) der Bodenflache (26)
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zwischen einschliellich 0,5 mm und 2,0 mm liegt, und
bei dem die Gesamthohe (H) der Reflektorwanne (25)
zwischen einschliellich 0,3 mm und 1,5 mm liegt,

wobei der Durchmesser (d) groRer ist als die Gesamthohe

(H) .

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem der Halbleiterchip (3) mit einem elektrischen
Verbindungsmittel (4), insbesondere einem Bonddraht,
mit dem zweiten Leiterrahmenteil (24) elektrisch
verbunden ist,

wobei das Verbindungsmittel (4) iber die Reflektorwanne
(25) hinausragt und sich die Mantelflache durchgehend
und in konstanter Hohe um die Bodenflache (26) herum

erstreckt.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem der Vergusskdorper (5) in einem der
Reflektorwanne (25) entlang einer Hauptabstrahlrichtung
(35) des Halbleiterchips (3) nachgeordnetem Bereich als
Linse (50) geformt ist,

wobei ein Abstand entlang der Hauptabstrahlrichtung
(35) zwischen diesem als Linse (50) geformten Bereich
und dem Leiterrahmen (2) zwischen einschlieflich dem
0,6-Fachen und dem 2,4-Fachen der Diagonalenlange der
Strahlungshauptseite (30) des Halbleiterchips (3)
liegt.

. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach dem

vorhergehenden Anspruch,
bei dem die Linse (50) einen Randbereich (52) und einen

Zentralbereich (53) aufweist,
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wobei die Linse (50) in dem Zentralbereich (53)
ellipsoid und in dem Randbereich (52) als Kegel geformt

ist.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach dem
vorhergehenden Anspruch,

bei dem ein Durchmesser (D) des Zentralbereichs (53)
zwischen einschlieRBlich dem 0, 7-Fachen und dem 0, 9-
Fachen eines maximalen Durchmessers (E) der Linse (50)
liegt,

wobei der Zentralbereich (53), in Draufsicht gesehen,

die Reflektorwanne (25) vollstandig iberdeckt.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem eine Hohe (B) des Randbereichs (52) zwischen
einschlieBlich dem 1,5-Fachen und dem 3,5-Fachen einer

Hohe (C) des Zentralbereichs (52) liegt.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem

- die Mantelfldchen mindestens stellenweise mit einer
Beschichtung versehen sind und die Beschichtung eines
oder mehrere der nachfolgenden Materialien enthdlt oder
hieraus besteht: Ag, Al, Au, Ni, Pd,

- der Leiterrahmen (2) aus einer Kupferlegierung und
der Vergusskorper (5) aus einem Epoxid geformt ist,

- der Leiterrahmen (2) eine mittlere Dicke zwischen
einschlieBlich 90 pm und 300 pm aufweist, und

- der Halbleiterchip (3) eine im roten oder im
nahinfraroten Spektralbereich emittierende Leuchtdiode

ist.
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15. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der

vorhergehenden Anspriche,

bei dem

- der Vergusskorper (5), in Draufsicht gesehen,
AuBenabmessungen von héchstens 6 mm aufweist,

- eine maximale Ausdehnung des Vergusskorpers (5) langs
der Hauptabstrahlrichtung (35) hochstens 7 mm betragt,
- ein maximaler Durchmesser der Reflektorwanne (25) bei
2,5 mm liegt,

- der Vergusskorper (5), mit Ausnahme der Linse (50),
als Quader geformt ist,

- die Leiterrahmenteile (23, 24) den Vergusskorper (5)
nach auBen hin nur in Richtung senkrecht zu der
Hauptabstrahlrichtung (35) durchstoBen und an einem
DurchstoBpunkt ringsum von einem Material des

Vergusskorpers (5) umgeben sind.
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